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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，其包含：
奈米片，其形成於一基板上方且連接至源極/汲極區，該等奈米片包含一底奈米片；
隱藏之間隔物，其形成於該等奈米片之間及下方，其中該等隱藏之間隔物包含一底隱藏

之間隔物及至少另一個隱藏之間隔物，該底隱藏之間隔物為形成於該基板上且沿著該等

源極/汲極區向上延伸至該底奈米片之一單一連續片件，該至少另一個隱藏之間隔物具有
遠離該等源極/汲極區延伸的一三角形形狀；及
閘極材料，其形成於該等奈米片及該等隱藏之間隔物上。

2.　如請求項 1之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物延伸該底奈米片的一長度。
3.　如請求項 1之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物具有大於該至少另一個隱藏之間隔物
的一厚度。

4.　如請求項 1之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物具有大於該至少另一個隱藏之間隔物
的一長度。

5.　如請求項 1之半導體結構，其中該閘極材料形成於該底隱藏之間隔物的一頂表面上。
6.　如請求項 5之半導體結構，其中：
該底隱藏之間隔物包含一空腔；且

該閘極材料形成於該底隱藏之間隔物的該頂表面與該底奈米片之一底表面之間的該空腔

中。

7.　如請求項 1之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物在該等源極/汲極區之間延伸。
8.　一種用於製造半導體結構之方法，其包含：
在一基板上方形成奈米片，該等奈米片包含一底奈米片且連接至源極/汲極區；
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在該等奈米片之間及下方形成隱藏之間隔物，其中該等隱藏之間隔物包含一底隱藏之間

隔物及至少另一個隱藏之間隔物，該底隱藏之間隔物為形成於該基板上且沿著該等源

極/汲極區向上延伸至該底奈米片之一單一連續片件，該至少另一個隱藏之間隔物具有遠
離該等源極/汲極區延伸的一三角形形狀；及
在該等奈米片及該等隱藏之間隔物上形成閘極材料。

9.　如請求項 8之方法，其中該底隱藏之間隔物延伸該底奈米片的一長度。
10.   如請求項 8之方法，其中：

該底隱藏之間隔物具有大於該至少另一個隱藏之間隔物的一厚度；且

該底隱藏之間隔物包含大於該至少另一個隱藏之間隔物的一長度。

11.   如請求項 8之方法，其中：
該等奈米片包含犧牲層及半導體層之交替層；且

在該等奈米片之間及下方形成該等隱藏之間隔物包含完全地移除該等犧牲層以便留下空

腔，使得該等隱藏之間隔物形成於該等空腔中。

12.   如請求項 8之方法，其中該閘極材料形成於該底隱藏之間隔物的一頂表面上。
13.   如請求項 12之方法，其中：

一空腔形成於該底隱藏之間隔物中；且

該閘極材料形成於該底隱藏之間隔物的該頂表面與該底奈米片之一底表面之間的該空腔

中。

14.   如請求項 8之方法，其中該底隱藏之間隔物在該等源極/汲極區之間延伸。
15.   一種半導體結構，其包含：

奈米片，其形成於一基板上方且連接至源極/汲極區，該等奈米片包含一底奈米片；
隱藏之間隔物，其形成於該等奈米片之間及下方，其中該等隱藏之間隔物包含一底隱藏

之間隔物及至少另一個隱藏之間隔物，該底隱藏之間隔物為形成於該基板上且沿著該等

源極/汲極區向上延伸至該底奈米片之一單一連續片件，該至少另一個隱藏之間隔物具有
遠離該等源極/汲極區延伸的一三角形形狀，其中該底隱藏之間隔物包含該底奈米片下方
之一空腔；及

一閘極材料，其形成於該等奈米片及該等隱藏之間隔物上，該閘極材料填充該底隱藏之

間隔物的該空腔。

16.   如請求項 15之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物延伸該底奈米片的一長度。
17.   如請求項 15之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物具有大於該至少另一個隱藏之間隔物

的一厚度。

18.   如請求項 15之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物具有大於該至少另一個隱藏之間隔物
的一長度。

19.   如請求項 15之半導體結構，其中該閘極材料形成於該底隱藏之間隔物的一頂表面上。
20.   如請求項 19之半導體結構，其中該閘極材料形成於該底隱藏之間隔物的該頂表面與該底

奈米片之一底表面之間的該空腔中。

21.   如請求項 15之半導體結構，其中該底隱藏之間隔物在該等源極/汲極區之間延伸。
22.   一種用於製造半導體結構之方法，其包含：

形成包含犧牲層及半導體層之奈米片；

用隱藏之間隔物替換該等犧牲層；

圖案化該等奈米片及該等隱藏之間隔物；

形成連接至該等奈米片及該等隱藏之間隔物的源極/汲極區；
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蝕刻該等隱藏之間隔物的部分，其中該等隱藏之間隔物包含一底隱藏之間隔物及至少另

一個隱藏之間隔物，使得該至少另一個隱藏之間隔物具有遠離該等源極/汲極區延伸的一
三角形形狀；及

在該等奈米片及該等隱藏之間隔物上形成閘極材料。

圖式簡單說明

在本說明書之結尾處之申請專利範圍中特別地指出且清楚地主張本文中所描述之專有權

的細節。本發明之實施例的前述及其他特徵及優勢自結合附圖進行之以下詳細描述顯而易

見，在該等圖式中：

圖 1A及圖 1B分別描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之
積體電路(IC)之一部分的俯視圖及橫截面視圖；
圖 2A、圖 2B及圖 2C描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下

之 IC之一部分的俯視圖及橫截面視圖；
圖 3A及圖 3B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之

一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 4A及圖 4B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之
一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 5A及圖 5B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之
一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 6A及圖 6B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之
一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 7A及圖 7B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之
一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 8A及圖 8B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之
一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 9A及圖 9B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC之
一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 10A及圖 10B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC
之一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 11A及圖 11B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC
之一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 12A及圖 12B描繪根據本發明之一或多個實施例的在製造操作之後的處於製造下之 IC
之一部分的俯視圖及橫截面視圖；

圖 13描繪根據本發明之一或多個實施例的形成半導體結構之方法的流程圖；及
圖 14描繪根據本發明之一或多個實施例的形成半導體結構之方法的流程圖。
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